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Procede de fabrication d'une structure en forme de plaque, 
en particulier en silicium, application de procede, et structure 
en forme de plaque, en particulier en silicium. 

5 La presente invention concerne le domaine de la fabrication de 

plaques multicouches et de la fabrication de plaquettes fines. 

Dans le domaine des microtechnologies, notamment, de la 
microelectronique et de Popto-electronique, il est usuel d'utiliser des 
plaquettes de silicium accolees a une couche isolante et plus 

10. particulidrement des structures comprenant une couche isolante 
interpos6e entre un substrat en silicium et un superstrat en silicium. 

La presente invention a pour objectif d'ameliorer les techniques 
et les structures actuelles, d'en ameliorer les performances et d'en 
diversifier les applications. 

15 La pr6sente invention a tout d'abord pour objet un proc6de de 

fabrication d'une structure en forme de plaque comprenant au moins un 
substrat, un superstrat et au moins une couche interm6diaire interposee 
entre le substrat et le superstrat. 

Selon la presente invention, ce procede consiste k choisir une 

20 couche intermediate comprenant au moins un materiau de base dans 
lequel sont repartis des atomes ou molecules dits extrinsdques, differents 
des atomes ou molecules du mat6riau de base, et a appliquer un 
traitement thermique a ladite structure tel que, dans la plage de 
temperature de ce traitement thermique, la couche intermediaire est 

25 plastiquement deformable, et la presence des atomes ou molecules 
extrinseques choisis dans le materiau de base choisi engendre de fa?on 
irreversible la formation de micro-bulles ou micro-cavit6s dans la couche 
intermediaire. 

Selon la presente invention, le traitement thermique produit de 
30 preference des micro-bulles ou micro-cavit^s d'affaiblissement de ladite 
couche intermediaire. 
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Selon la presente invention, le traitement thermique produit de 
preference une rupture de ladite couche intermediaire et en consequence 
une separation du substrat et du superstrata 

La presente invention a egalement pour objet un proced6 de 
5 separation du substrat et du superstrat de la structure obtenue par le 
proced6 ci-dessus. 

Selon une variante de la presente invention, ce proced6 de 
separation peut consister k appliquer des forces entre le substrat et le 
superstrat de fa9on k produire la rupture de la couche intermediaire entre 
10 le substrat et le superstrat grace a la presence desdites micro-bulles ou 
micro-cavit6s. 

Selon une autre variante de la presente invention, ce proced6 de 
separation peut consister k attaquer chimiquement la couche 
intermediate, de fa9on a obtenir V enlevement au moins partiel de cette 

15 couche intermediaire entre le substrat et le superstrat gr&ce a la presence 
desdites micro-bulles ou micro-cavit6s. 

Selon la presente invention, le substrat et le superstrat peuvent 
avantageusement etre en silicium monocristallin et la couche 
intermediaire peut avantageusement etre en silice dopee. 

20 La presente invention a egalement pour objet un procede de 

fabrication de plaquettes en silicium qui consiste k r6aliser une structure 
en forme de plaque comprenant un substrat en silicium, un superstrat en 
silicium et une couche intermediaire dieiectrique comprenant au moins 
un materiau de base dans lequel sont repartis des atomes ou molecules 

25 dits extrinseques, differents des atomes ou molecules du materiau de 
base ; puis k appliquer un traitement thermique a ladite structure tel que, 
dans la plage de temperature du traitement thermique, la couche 
intermediaire est plastiquement deformable et que la presence des atomes 
ou molecules extrinseques choisis dans le materiau de base choisi 

30 engendre de fa9on irreversible la formation de micro-bulles ou micro- 
cavites dans la couche intermediaire. 

Selon la presente invention, ledit materiau de base est de 
preference de la silice et les atomes extrinseques sont de preference des 
atomes de phosphore et/ou de bore formant ainsi une couche 
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intermediaire de phospho-silicate-glass (P.S.G.) ou de boro-phospho- 
silicate-glass (B.P.S.G.). 

Selon la prtsente invention, la concentration du phosphore peut 
avantageusement etre comprise entre 6% et 14%. 
5 Selon la prtsente invention, la concentration de bore peut 

avantageusement ttre comprise entre 0 et 4%. 

Selon la presente invention, le traitement thermique est de 
preference realise k une temperature comprise entre 900 et 1200 °C. 

Selon la presente invention, le procede peut avantageusement 
10 consister, prealablement audit traitement thermique, a extcuter une 
operation de dtpdt de ladite couche intermediaire sur le substrat, 
respectivement le superstrat, et k attacher le superstrat, respectivement 
le substrat, a ladite couche intermediaire par collage par adhesion 
moltculaire. 

15 Selon la presente invention, le proctdt peut avantageusement 

comporter une ttape supplementaire de reduction de l'epaisseur du 
substrat. 

Selon la presente invention, le substrat et le superstrat peuvent 
avantageusement comporter respectivement, du c6tt de ladite couche 

20 intermediaire, un oxyde thermique de silicium. 

Selon une variante de la presente invention, le procede peut 
avantageusement consister a exercer des forces sur ladite structure de 
fa?on a produire une rupture de ladite couche intermediaire et en 
consequence une separation du substrat et du superstrat gr&ce a la 

25 presence desdites micro-bulles ou micro-cavites afin d'obtenir une 
plaquette constitute par le substrat et/ou une plaquette constitute par le 
superstrat. 

Selon une variante de la presente invention, le proctdt peut 
avantageusement consister a attaquer chimiquement ladite couche 
30 intermediaire de ladite structure de fa9on a produire une separation du 
substrat et du superstrat grace k la presence desdites micro-bulles ou 
micro-cavites afin d'obtenir une plaquette de silicium constitute par le 
substrat et/ou une plaquette de silicium constitute par le superstrat. 
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Selon la pr6sente invention, le proc6de peut avantageusement 
consister h realiser des parties en saillie dans le substrat et/ou le 
superstrat du c6te de ladite couche intermediaire. 

Selon la presente invention, les parties en saillie sont de 
5 preference rectilignes et s'etendent jusqu'aux bords de la structure. 

Selon la presente invention, au moins certaines desdites micro- 
bulles ou micro-cavites sont de preference a alveoles ouvertes et 
constituent, au moins pour certaines d' entre elles, des canaux. 

La presente invention a 6galement pour objet un application du 
10 procede a la fabrication de plaques de silicium sur isolant (S.O.I.) en vue 
de la fabrication de circuits electroniques integres et/ou de circuits opto- 
electroniques integres. 

La presente invention a egalement pour objet une structure en 
forme de plaque comprenant au moins un substrat, un superstrat et au 
15 moins une couche intermediaire interpos£e entre le substrat et le 
superstrat. 

Selon la presente invention, ladite couche intermediaire 
comprend au moins un mat6riau de base dans lequel sont r6partis des 
atomes ou molecules dits extrinseques, differents des atomes ou 

20 molecules du materiau de base, tels que, sous l'effet d'un traitement 
thermique, la couche intermediaire devient plastiquement deformable et 
la pr6sence des atomes ou molecules extrinseques choisis dans le 
materiau de base choisi engendre de fapon irreversible la formation de 
micro-bulles ou micro-cavites dans la couche intermediaire. 

25 Selon la presente invention, le substrat et le superstrat sont de 

preference en silicium monocristallin et la couche intermediaire est en 
silice dopee. 

Selon la presente invention, le mat6riau de base est de preference 
de la silice et les atomes extrinseques sont de preference des atomes de 
30 phosphore ou de bore formant ainsi une couche intermediaire de 
phospho-silicate-glass (P.S.G.) ou de boro-phospho-silicate-glass 
(B.P.S.G.). 

Selon la presente invention, la concentration du phosphore est de 
preference comprise entre 8 et 14%. 
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Selon la prSsente invention, la concentration de bore est de 
preference comprise entre 0 et 4%. 

Selon la presente invention, le substrat et/ou le supertstrat 
pr6sentent de preference des parties en saillie dans ladite couche 
5 intermediate. 

Selon la presente invention, les parties en saillie sont de 
preference rectilignes et s'etendent jusqu'aux bords. 

Selon la pr6sente invention, au moins certaines desdites micro- 
bulles on micro-cavites sont a alveoles ouvertes et constituent, au moins 
10 pour certaines d' entre elles, des canaux. 

La presente invention sera mieux comprise a F etude de structures 
et de mode de fabrication de telles structures, decrits a titre d'exemples 
non limitatifs et representes sur les dessins sur lesquels : 

- la figure 1 represente une coupe transversale d'une structure 
15 selon F invention, dans un etat initial ; 

- la figure 2 repr6sente une coupe eclatee de la structure de la 
figure 1, en cours de fabrication ; 

- la figure 3 represente une coupe de la structure de la figure 1, 
dans une etapre ulterieure de fabrication ; 

20 - les figures 4 et 5 representent une coupe de la structure de la 

figure 1, dans un etat secondaire de fabrication ; 

- et la figure 6 represente une variante de realisation de la 
structure de la figure 1. 

En se reportant a la figure 1, on peut voir qu'on a represente une 
25 structure 1 en forme de plaque qui par exemple presente un diametre 
d' environ deux cents millimetres. 

Cette structure comprend un substrat 2 en forme de plaquette, un 
superstrat 3 en foTme de plaquette et une couche intermediate 4 
interposee entre le substrat 2 et le superstrat 3. 
30 D'une manure generale, la couche intermediate 4 est en au 

moins un materiau de base dans lequel sont repartis des atomes ou 
molecules dits extrinseques, differents des atomes ou molecules du 
materiau de base, et presente une composition telle que, lorsque Fon 
applique un traitement thermique adequat a la structure 1, il se produit 
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de fafon irreversible une formation de micro-bulles ou de micro-cavit6s, 
en particulier d'une phase gazeuse, de telle sorte que cette couche 
intermediate 4 se transforme pour devenir spongieuse et corr61ativement 
est susceptible d'augmenter en 6paisseur. 
5 En se reportant & la figure 2, on va maintenant decrire un 

exemple de realisation d'une structure 1. 

Le substrat 2 peut etre constitue par une plaquette de silicium 
monocristallin dont F epaisseur peut etre de quelques centaines de 
microns, par exemple comprise entre cinq cents et mille microns. 
10 De fa?on optionnelle mais de preference, on procede a Tobtention 

d'une pellicule 5 d'oxyde thermique de silicium sur une face du 
substrat 2. 

Cette pellicule 5 peut etre obtenue dans un four d'oxydatipn, a 
une temperature comprise entre 950 et 1100°C et peut presenter une 
15 epaisseur d' environ 0,5 micron. 

Ensuite, on proc&de au depot, sur la face oxydee 5 du superstrat 
2, d'une couche de silicium contenant ou dope par un fort pourcentage de 
phosphore et/ou de bore, de fa9on a obtenir la couche intermediaire 4 
composee d'un materiau du type phospho-silicate-glass (PSG) ou de 
20 boro-phospho-silicate-glass (BPSG). 

A titre d' exemple, le pourcentage de phosphore dans le materiau 
constituant la couche intermediaire 4 peut etre compris entre 6 et 14. Un 
tel d6pot peut etre r6alise selon des techniques connues, dans des 
machines de depot de type CVD, LPCVD ou PECVD. 
25 L' epaisseur de la couche intermediaire 4 ainsi constitute peut 

pr6senter une 6paisseur avoisinant les cinq microns. 

De fa?on optionnelle mais de preference, on peut faire subir a la 
surface de la couche intermediaire 4 un traitement de nettoyage 
chimique, par exemple un nettoyage chimique de type RCA connu en soi. 
30 De fa9on optionnelle mais de preference, on peut realiser, avant 

ou aprds le traitement de nettoyage, une operation de polissage mecano- 
chimique (CMP) de la couche intermediaire 4. 

De la meme maniere, le superstrat 3 peut etre constitu6 par une 
plaquette de silicium presentant optionnellement une pellicule 6 d'oxyde 
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thermique de silicium et ayant subi optionnellement un traitement de 
nettoyage chimique RCA et optionnellement une op6ration de polissage 
mecano-chimique (CRP). 

De fa9on correspondante, la couche intermediate 4 aurait pu etre 
5 r6alis6e sur la face oxydee 6 du superstrat 3. 

Apr6s quoi, on procede k V assemblage du substrat 2 et du 
superstrat 3 en mettant la face oxyd6e 3 du superstrat 3 en contact sur la 
couche intermediate 4, de fa9on a obtenir un collage par adhesion 
moleculaire, eventuellement facility par Tapplication d'efforts de 
10 preference ponctuels d'appui entre le substrat 2 et le superstrat 3. 

Pour eventuellement augmenter l'energie de liaison interfaciale, 
on peut appliquer a la structure 1 ainsi assemble un traitement 
thermique de consolidation, selon des conditions qui n'engendrent pas de 
transformation de la couche intermedial e 4, c'est-a-dire de formations de 
15 micro-bulles ou de micro-cavites comme on le verra plus loin. 

Ceci etant, on obtient une structure 1 composee d'un substrat 2 en 
silicium et d'un superstrat 3 en silicium s6par6s par une couche 
interm6diaire 4 en un materiau electriquement isolant. 

En se reportant a la figure 3, on peut voir que Tepaisseur du 
20 superstrat 3 peut etre beaucoup plus petite que TSpaisseur du substrat 2 
et peut etre comprise entre une fraction de microns et quelques dizaines 
de microns. 

Un tel substrat fin 3 peut dtre initialement utilise pour la 
realisation de la structure 1 comme on l'a decrit en reference a la 
25 figure 2. 

Cependant, dans une variante, un tel superstrat fin 3 peut Stre 
obtenu par reduction de l'6paisseur d'un superstrat 3 epais pris 
initialement pour la realisation de la structure 1 telle qu'on l'a decrite en 
reference a la figure 2. Une telle reduction d'epaisseur peut etre obtenue 
30 au moyen des techniques connues de rectification, d'attaque chimique, 
ou de polissage mecano-chimique et peut aussi etre obtenue par une 
technique de clivage, par exemple par le procedS connu aujourd'hui 
commercialement sous le nom de SMART-CUT , n6cessitant une 
implantation ionique de protons a une dose de Tordre de 5E16Cm-2 dans 
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le superstrat '3 prealablement k la realisation du collage par adhesion 
mol6culaire prevu pr6cedemment. 

Une operation de reduction de Tepaisseur du substrat 2 pourrait 

egalement etre realisee. 
5 Comme le montre la figure 4, on peut alors faire subir a la 

structure 1 un traitement thermique dans un four, par exemple a une 

temperature comprise entre 900 et 1100°C. 

Compte tenu des materiaux choisis pr6cedemment mentionnSs, 

T application d'un tel traitement thermique, dans la plage de temperature 
10 choisie, rend la couche intermediate 4 plastiquement deformable et 

engendre de fa9on irreversible la formation d'une phase gazeuse 

constitu6e de micro-bulles ou micro-cavites 7 dans la couche 

intermediate 4 et corr^lativement une augmentation de Tepaisseur de 

■ 

cette couche 4. 

15 La quantite et le volume des micro-bulles ou micro-cavites 7 

dependent de la composition de la couche intermediate 4 et des 
conditions du traitement thermique applique a la structure 1. 

A titre d' exemple, partant de cinq microns, Tepaisseur de la 
couche intermediate peut, apres traitement, atteindre une epaisseur 

20 comprise entre quinze et vingt microns. 

Comme le montre la figure 5, les micro-bulles ou micro-cavites 7 
peuvent Stre d'un volume tel qu'elles sont ouvertes du c6te des faces du 
substrat 2 et/ou du superstrat 3 et qu'elles peuvent en outre etre ouvertes 
les unes vers les autres de fa9on k constituer des canaux ouverts sur les 

25 bords d'extr6mit6 de la couche intermediate 4. 

Comme le montre la figure 6, il peut etre particular em ent 
avantageux de realiser dans le substrat 2 et/ou dans le superstrat 3 des 
parties en saillie 8 de preference rectilignes, par exemple par gravage, de 
telle sorte que ces parties en saillie 8 constituent des creneaux 

30 rectangulaires. Cette disposition peut faciliter Tapparition de micro- 
bulles ou micro-cavites 7 constituant les unes a la suite des autres des 
canaux. 
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La structure 1 qui vient d'etre d6crite, contenant des micro-bulles 
ou micro-cavites 7 dans sa couche intermediate 4, peut presenter de 
nombreuses applications. 

Elle peut etre utilisee telle quelle pour la realisation de circuits 
5 int6gres eiectroniques ou opto-electroniques sur le superstrat 3 en 
silicium, montee sur un substrat epais 2 par l 5 intermediate de la couche 
. intermediaire 4 qui constitue un isolant eiectrique, la capacity entre la 
couche superficielle constituee par le superstrat 3 et la couche support 
constitute par le substrat 2 etant particulierement faible du fait de la 
10 presence des micro-bulles ou micro-cavit6s 7. 

Dans un autre exemple d' application, les canaux eventuellement 
mais volontairement crees dans la couche intermediaire 4 par les micro- 
bulles ou micro-cavites 7 peuvent etre utilises pour la circulation d'un 
fluide de refroidissement entre le substrat 2 et le superstrat 3 dans le but 
15 de refroidir la structure 1 . 

Dans une autre application particulierement avantageuse, la 
structure 1 contenant des micro-bulles ou micro-cavites 7 constitue une 
structure demontable du fait que la presence des micro-bulles ou des 
micro-cavites 7 dans la couche intermediaire 4 affaiblit la resistance 
20 physique ou chimique de cette couche. 

En effet, en appliquant des forces entre le substrat 2 et le 
superstrat 3, par tout moyen connu et par exemple par insertion d'une 
fine lame entre le substrat 2 et le superstrat 3 ou par un jet d'eau sous 
trait forte pression, on peut engendrer la rupture de la couche 
25 intermediaire 4 et ainsi provoquer la separation du substrat 2 qui alors 
constitue une plaquette et du superstrat 3 qui alors constitue une 
plaquette, par rupture de la matiere de la couche intermediaire 3 entre les 
micro-bulles ou les micro-cavites 7. 

On peut aussi proceder k une attaque chimique de la couche 
30 intermediaire 4 a partir de ses bords, par exemple au moyen d'une 
solution d'acides fluorhydrique, qui peut aisement progresser entre le 
substrat 2 et le superstrat 3 grace a la presence des micro-bulles ou 
micro-cavites 7. 
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Ainsi, partant de la structure 1 decrite en reference k la figure 3, 
on aboutit a la realisation d'une plaquette fine de silicium constitute par 

le superstrat fin 3. 

La plaquette fine 3 de silicium ainsi obtenue peut etre fixee par 
1'une ou T autre de ses faces sur tout support final d'utilisation, par 
exemple en plastique afin de r6aliser des circuits 61ectroniques et/ou 
opto-61ectroniques souples. 

La presente invention ne se limite pas aux exemples ci-dessus 
d6crits. Bien des variantes de realisation sont possibles sans sortir du 
cadre d6fini par les revendications annexees. 
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REVINDICATIONS 

1. Procede de fabrication d'une structure en forme de plaque 
comprenant au moins un substrat (2) , un superstrat (3) et au moins une 
couche intermediate (4) interposee entre le substrat et le superstrat, 
caracterise par le fait qu'il consiste k choisir une couche intermediate 

5 (4) comprenant au moins un materiau de base dans lequel sont repartis 
des atomes ou molecules dits extrins^ques, differents des atomes ou 
molecules du materiau de base, et qu'il consiste k appliquer un 
traitement thermique k ladite structure (1) tel que, dans la plage de 
temperature de ce traitement thermique, la couche intermediate est 
10 plastiquement deformable et la presence des atomes ou molecules 
extrinsSques choisis dans le materiau de base choisi engendre de fa9on 
irreversible la formation de micro-bulles ou micro-cavites (7) dans la 
couche intermediate. 

2. Procede selon la revendication 1, caracterise par le fait que le 
15 traitement thermique produit des micro-bulles ou micro-cavites 

d'affaiblissement de ladite couche intermediate, 

3. Procede selon la revendication 1, caracterise par le fait que le 
traitement thermique produit une rupture de ladite couche intermediate 
et en consequence une separation du substrat et du superstrat, 

20 4. Procede de separation du substrat et du superstrat de la 

structure obtenue par le procede selon Tune quelconque des 
revendications precedentes, caracterise par le fait qu'il consiste k 
appliquer des forces entre le substrat (2) et le superstrat (3) de fa9on a 
produire la rupture de la couche intermediate entre le substrat et le 

25 superstrat grace k la presence desdites micro-bulles ou micro-cavites. 

5. Procede de separation du substrat et du superstrat de la structure 
obtenue par le procede selon Tune quelconque des revendications 1 & 3, 
caracterise par le fait qu'il consiste a attaquer chimiquement la couche 
intermediate (4) de la structure obtenue de fa9on a obtenir 1' enlevement 

30 au moins partiel de cette couche intermediate entre le substrat et le 
superstrat 
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6. Proc6d6 selon Tune quelconque des revendications 
prec6dentes, caracteris6 par le fait que le substrat (2) et le superstrat (3) 
sont en silicium monocristallin et la couche intermediaire (4) est en 
silice dopee. 

■ 

5 7. Proc6d6 de fabrication de plaquettes en silicium, caracterise 

par le fait qu'il consiste : 

- k r6aliser une structure (1) en forme de plaque comprenant un 
substrat (2) en silicium, un superstrat (3) en silicium et une couche 
intermediaire diSlectrique (4) comprenant au moins un mat6riau de base 
10 dans lequel sont rSpartis des atomes ou molecules dits extrinseques, 
differents des atomes ou molecules du materiau de base ; 

- puis a appliquer un traitement thermique k ladite structure tel 
que, dans la plage de temperature du traitement thermique, la couche 
intermediaire est plastiquement d6formable et que la presence des atomes 
15 ou molecules extrinseques choisis dans le materiau de base choisi 
engendre de fa$on irreversible la formation de micro-bulles ou micro- 
cavites (7) dans la couche intermediaire (4). 

8. Procede selon la revendication 7, caracterise par le fait que le 
materiau de base est de la silice et les atomes extrinseques sont des 

20 atomes de phosphore ou de bore formant ainsi une couche intermediaire 
de phospho-silicate-glass (P.S.G.) ou de boro-phospho-silicate-glass 
(B.P.S.G.). 

9. Procede selon la revendication 8, caracterise par le fait que la 
concentration du phosphore est comprise entre 6% et 14%. 

25 10. Procede selon la revendication 8, caracterise par le fait que la 

concentration de bore est comprise entre 0 et 4%. 

11. Procede selon Tune quelconque des revendications 7 a 10, 
caract6ris6 par le fait que le traitement thermique est realise a une 
temperature comprise entre 900 et 1200 °C . 

30 12. Procede selon Tune quelconque des revendications 7 a 11, 

caracterise par le fait qu'il consiste, prealablement audit traitement 
thermique, a executer une operation de depot de ladite couche 
intermediaire (4) sur le substrat (2), respectivement le superstrat (3), et a 
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attacher le superstrat, respectivement le substrat, k ladite couche 
intermtdiaire (4) par collage par adhesion moleculaire. 

13. Proctdt selon Tune quelconque des revendications 7 a 12, 
caracttrist par le fait que le substrat et le superstrat comportent 
respectivement, du cott de ladite couche intermtdiaire (4), un oxyde 
thermique de silicium (5, 6). 

14. Proctdt selon Tune quelconque des revendications 7 k 13, 
caracterise par le fait qu'il consiste a exercer des forces sur ladite 
structure (1) de fa9on k produire une rupture de ladite couche 
intermtdiaire et en consequence une separation du substrat et du 
superstrat grace a la presence desdites micro-bulles ou micro-cavites (7) 
afin d'obtenir une plaquette constitute par le substrat (2) et/ou une 
plaquette constitute par le superstrat (3). 

15. Proctdt selon Tune quelconque des revendications 7 a 14, 
caracttrist par le fait qu'il consiste a attaquer chimiquement ladite 
couche intermtdiaire (4) de ladite structure (1) de fa?on a produire une 
separation du substrat et du superstrat grace a la presence desdites 
micro-bulles ou micro-cavites afin d'obtenir une plaquette constitute par 
le substrat (2) et/ou une plaquette constitute par le superstrat (3). 

16. Proctdt selon Tune quelconque des revendications. 
prtctdentes, caracttrist par le fait qu'il consiste a rtaliser des parties en 
saillie (8) dans le substrat (2) et/ou le superstrat (3) du c6tt de ladite 
couche intermtdiaire (4). 

17. Proctdt selon Tune quelconque des revendications 
prtctdentes, caracttrist par le fait que les parties en saillie (8) sont 
rectilignes et s'ttendent jusqu'aux bords de la couche intermediate (4). 

18. Proctdt selon Tune quelconque des revendications 
prtctdentes, caracttrist par le fait qu'au moins certaines desdites micro- 
bulles ou micro-cavitts (7) sont k alvtoles ouvertes et constituent, au 
moins pour certaines d'entre elles, des canaux. 

19. Proctdt selon Tune quelconque des revendications 
prtctdentes, caracttrist par le fait qu'il comporte une ttape 
suppltmentaire de rtduction de l'tpaisseur dudit superstrat (3) et/ou du 
substrat. 
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20. Application du procede selon Tune quelconque des 
revendications prec6dentes k la fabrication de plaques de silicium sur 
isolant (S.O.I.) en vue de la realisation de circuits integr6s eiectroniques 
et/ou opto-eiectroniques. 
5 21. Structure en forme de plaque comprenant au moins un 

substrat (2), un superstrat (3) et au moins une couche intermediate (4) 
interposee entre le substrat et le superstrat, caracterisee par le fait que 
ladite couche intermediaire (4) comprend au moins un materiau de base 
dans lequel sont r6partis des atomes ou molecules dits extrinseques, 

10 differents des atomes ou molecules du materiau de base, tels que, sous 
l'effet d'un traitement thermique, la couche intermediaire (4) devient 
plastiquement deformable et la presence des atomes ou molecules 
extrinseques choisis dans le materiau de base choisi engendre de fa$on 
irreversible la formation de micro-bulles ou micro-cavites (7) dans la 

15 couche intermediaire (4). 

22. Structure selon la revendication 21, caracterisee par le fait 
que le substrat (2) et le superstrat (3) sont en silicium monocristallin et 
la couche interm6diaire (4) est en silice dop6e. 

23. Structure selon Tune des revendications 21 et 22, caracterisee 
20 par le fait que le materiau de base est de la silice et les atomes 

extrinseques sont des atomes de phosphore ou de bore formant ainsi une 

4 

couche intermediaire de phospho-silicate-glass (P.S.G.) ou de boro- 
phospho-silicate-glass (B.P.S.G.). 

24. Structure selon la revendication 23, caracterisee par le fait 
25 que la concentration du phosphore est comprise entre 8% et 14%. 

25. Structure selon la revendication 23, caracterisee par le fait 
que la concentration de bore est comprise entre 0 et 4%. 

26. Structure selon Tune quelconque des revendications 21 a 25, 
caracterisee par le fait que le substrat et/ou le supertstrat presentent des 

30 parties en saillie (8) dans ladite couche intermediaire (4). 

27. Structure selon la revendication 26, caracterisee par le fait 
que les parties en saillie (8) sont rectilignes et s'etendent jusqu'aux 
bords. 
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28. Structure selon Tune quelconque des revendications 21 k 27, 
caract6ris6e par le fait qu'au moins certaines desdites micro-bulles ou 
micro-cavites 7) sont a alveoles ouvertes et constituent, au moins pour 
certaines d'entre elles, des canaux. 
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